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Зарядовый резервуар является важным компонентом одноэлектронных устройств, способным накапливать и отдавать заряженные частицы – электроны или дырки. Резервуар представляет собой область с большим количеством свободных носителей заряда. Он может играть роль источника электронов или дырок в полевых транзисторах [1] и кремниевых кубитах [2], в резервуарных сетях [3] и сенсорах на их основе [4].
Одним из способов формирования резервуаров является метод плазменной ионной иммерсионной имплантации (ПИИИ) [5]. Данный метод заключается во внедрении ионов целевой примеси в образец из плазмы с помощью импульсного электрического поля. К преимуществам ПИИИ можно отнести хорошую степень однородности легирования сложных поверхностей и высокую скорость процесса, которая не зависит от формы и размера образца. Как правило, легирование методом ПИИИ проводится через экранирующую маску, ограничивающую резервуары и защищающую одноэлектронную область устройства от зарядовых дефектов [2]. 
В данной работе приводится анализ параметров легирования кремниевых подложек ионами бора методом ПИИИ для изготовления дырочных резервуаров одноэлектронных устройств. Был проведен поиск энергии и дозы легирования, а также оптимальной толщины экранирующей маски из резиста ma-N, обеспечивающих высокую концентрацию примесей и малое число дефектов в области резервуара, а также отсутствие примесей в экранированных областях. Для этого было проведено моделирование различных режимов легирования верхнего слоя кремния пластины КНИ с помощью программного обеспечения SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [6]. С помощью найденного оптимального режима имплантации были изготовлены резервуары для полевого транзистора с нелегированным каналом-нанопроводом длиной 220 нм и шириной 170 нм. Были зарегистрированы характерные для данного устройства зависимости транспортного тока сток-исток от напряжения на затворе. 
Данное исследование выполнено при поддержке программы развития МГУ, проект № 24Ш06-07. В работе использовалось оборудование Учебно-методического центра литографии и микроскопии МГУ им. М.В. Ломоносова. Данная работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».
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